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熱平衡状態の半導体は外部からの作用（光、熱等）を受けると、過剰キャリア（多数キャリア

と少数キャリア）を作り非平衡状態になる。その半導体に外部からの作用が無くなると、時間と

ともに熱平衡状態に戻ろうとして過剰キャリアは再結合によって消滅していく。過剰キャリアの

内、多数キャリアは緩和時間程度の早さで平衡状態になる。少数キャリアは消滅するまでの時

間は比較的長く、再結合するまでの平均時間をライフタイムという。そして、熱平衡状態より増

加した少数キャリアの数が 倍となる時間をキャリアライフタイムという。図１に少数キャ

リアの数と経過時間との関係を示す。 
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  0ρ ：熱平衡状態の少数キャリアの数

( ) 0ρ0ρ +
( )0ρ ：熱平衡状態から増加した 

   少数キャリアの数   

 τ ：キャリアライフタイム 

 

              図１ 少数キャリアの数と経過時間との関係 

 

 

ｎ型半導体におけるライフタイムを とし、正孔の拡散定数を とすると、正孔が拡散効果

だけで移動できる距離 は①式のように定義される。 
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このライフタイムは熱平衡状態の少数キャリア等と再結合するまでの時間を示しており、ライ

フタイムが短くなると拡散効果によって移動できる距離が短くなる。 

 



ｎ形半導体の中のライフタイム は②式のような関係を持っている。 pτ
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ここで、 は正孔数、ρ は熱平衡状態の時の正孔数、 は正孔数の時間変化を表す。 nρ n0 t
ρ
d
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②式を解くと、③式のように表すことができる。 
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ここで、 は熱平衡状態から増加した正孔数、( )0ρn t は時間である。 
 


